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SPECTROMETRY FROM CCL/H. GAS MIXTURES FOR DIAMOND
GROWTH IN A MWPACVYD REACTOR™, ﬁgg]egﬁjgomﬁgi@grgga' Evaldo
José Corat™?. Viadimir Jesus Trava-Anoldi"?", and Nelia Ferreira Leite', 1)-
[LAS/INPE, Sao José dos Campos- SP, 2)-FE/USF, ltattba, SP.

The use of halogens in the regular mixtures for CVD diamond growth has
demonstrated as a novel method of producing atomic hydrogen. Due to the fact that
C-Cl bond is much weaker than H-H bond. atomic chlorine is more easily generated
than atomic hydrogen. /i1 sirn diagnostic technique as exhaust gas mass spectrometry
and optical emission spectroscopy have been used. The dissociation mechanism of
CCl, associated with the behavior of the stable species in the microwave plasma
assisted chemical vapor deposition (MWPACVD) reactor has been analyzed. We have
observed that almost all the chlorine is reduced to HCL Optical emission actinometry
was used to observe the H,, line intensity as a function of the CCl, concentration in the
feed gas. CCly concentrations in the range of 0 to 3% have been studied The results
have shown an increase of atomic hydrogen concentration up to 150% for addition of
3% CCly. The comparison with other halogenated precursor in the same reactor has
shown that CCYy promoted higher atomic hydrogen concentration because of the easy
HCl dissociation.
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Muitos problemas aparecem no estudo de crescimento de filmes de diamante CVI em
grandes areas Os mais relevantes sdo os diferentes tipos de “stress” que podem ser
tante intrinsecos, inerente ‘a problemas de crescimento do proprio tilme como
impurezas e defeitos e extrinsecos que corresponde ao ndo casamento do coeficiente
de expansdo térmica entre o substrato e o filme. Neste trabalho estudou-se a obtengéo
de filmes de diamante com “stress” nulo e, para tanto, escolheu-se o silicio (Si) como
substrato, devido ao fato do mesmo apresentar caracteristicas favoraveis no que diz
respeito a semethanga de seu coeficiente de expansio térmica com o do diamante. A
técnica de crescimento utilizada foi a assistida por filamento quente. desenvolvido no
laboratotio especificamente para crescimento em Areas relativamente grandes A
caracterizagao dos filmes fot realizada principalmente pela técnica de espectroscopia
de espalhamento RAMAN, de onde se observa a presenga de “stress” atraves do
deslocamento da linha caracteristica de espalbamento em rela¢dio ao diamante natural
Apresenta-se a dependéncia da intensidade do stress com varios par@metros de
crescimento. Filmes de até cerca de 50 em’ de area foram obtidos.



